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สัญลักษณและคํายอ 
 

G   ขั้วเกท (Gate) ของมอสทรานซิสเตอร 
D   ขั้วเดรน (Drain) ของมอสทรานซิสเตอร 
S   ขั้วซอส (Source) ของมอสทรานซิสเตอร 
W   ระยะหางระหวางขั้วเดรนและขั้วซอส เปนความกวางของ 

มอสทรานซิสเตอร (W: Channel Width) 
L   ระยะหางระหวางขั้วเดรนและขั้วซอส เปนความยาวของ 

มอสทรานซิสเตอร (L: Channel Length) 
VDD   แรงดันไฟเลี้ยงบวกสําหรับวงจร 
VSS   แรงดันไฟเลี้ยงลบสําหรับวงจร 
VIN   แรงดันอินพุท 
VC   แรงดันควบคุม 
CMOS   คอมพรีเมนททารี๋ MOS 
VCGR   ความตานทานแบบตอกราวดปรับคาไดดวยแรงดนั 
VLSC   วงจรเลื่อนระดับแรงดัน 
Saturation Region ชวงการนํากระแสอิ่มตัว 
Non- Saturation Region ชวงการนํากระแสไมอ่ิมตวั 
PSpice   โปรแกรมเลียนแบบการทํางานสําหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส 

และวงจรไฟฟา 
 Model   แบบจําลอง ทีใ่ชอางอิงเปนสมการตาง ๆ 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


